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一、工作简况
1、 任务来源
根据中电元协《关于下达2021年第二批中国电子元件行业协会团体标准制定项目计划的通知》（中电元协2021第（007）号），《声表面波器件用铌酸锂和钽酸锂单晶薄膜》团体标准项目于2021年04月26日立项，任务计划编号为YX202104004。
2、 制定背景
近年来，随着智能手机的迅速普及和移动通信技术的不断升级，对高性能射频滤波器的需求也呈现出激增之势，移动通信频段的数量在不断增加，手机所需的滤波器数量也在持续增长，这给基于晶体材料制备的高端滤波器提供了巨大的发展空间和市场。
钽酸锂、铌酸锂是一种重要的压电晶体材料，其具大的有机电耦合系数(k)大、高质量因子(Q)、小的频率温度系数(TCF)等特点，在滤波器应用方面具有明显优势。铌酸锂和钽酸锂单晶晶圆作为基础材料，可以进一步加工成单晶薄膜材料，为5G通讯、量子通讯、电子信息等领域的提供关键基础材料。基于这种薄膜材料做成的声学滤波器等器件，具有高速、高频、高带宽、低功耗、超小型、高集成度等特点，能够解决目前普遍存在的高端声学器件的基础材料问题，满足宽带通信系统对高性能、轻量化和集成化的迫切需求，能够推动产业的升级换代，具有重要的产业应用价值和变革性意义。
目前国内暂无单晶薄膜基片相关行标准，该标准的制定可填补空白，有利于规范行业秩序，对我国钽酸锂及铌酸锂产业的健康有序发展以及促进下游光纤通讯、5G高端芯片产业快速发展具有十分重要意义。

3、 工作过程
本标准参与编制的单位：济南晶正电子科技有限公司、中国电子科技集团公司第二十六研究所、中电科技德清华莹电子有限公司、山东大学、山东省科学院新材料研究所、无锡市好达电子股份有限公司、杭州左蓝微电子技术有限公司、广东广纳芯科技有限公司共计8家单位。
本标准牵头单位是济南晶正电子科技有限公司，负责本标准相关资料的搜集和调研、标准框架编制、标准内容起草、验证试验、反馈意见整理等工作；中国电子科技集团公司第二十六研究所、中电科技德清华莹电子有限公司、山东大学、山东省科学院新材料研究所、无锡市好达电子股份有限公司、杭州左蓝微电子技术有限公司补充完善标准内容。
团体标准项目任务下达后，承办单位中电元协电子陶瓷及器件分会组织和落实了本标准主要参加单位和工作组成员，具体清单及工作分工如表1所示：
表1 本标准参与编制单位及成员分工
	序号
	成员姓名
	编制组成员单位
	组内职务
	职责

	1
	胡文
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]济南晶正电子科技有限公司
	项目负责人
	负责完成标准各阶段文件的编写、修改，标准项目计划的进度控制，以及与其他单位的沟通协调。

	2
	冯杰
	中国电子科技集团公司第二十六研究所
	编制组成员
	协助项目负责人完成标准各阶段文件的编写、修改，按期完成项目负责人分派的工作任务。

	3
	贝伟斌
	中电科技德清华莹电子有限公司
	编制组成员
	

	4
	陈昆峰、唐供宾
	山东大学
	编制组成员
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK5]王旭平
	山东省科学院新材料研究所
	编制组成员
	

	6
	王为标
	无锡市好达电子股份有限公司
	编制组成员
	

	7
	刘建生
	杭州左蓝微电子技术有限公司
	编制组成员
	

	8
	李红浪
	广东广纳芯科技有限公司
	编制组成员
	


    （1）资料收集和调研阶段
2021年04月，开展资料的搜集及研究。根据声表面波器件用单晶薄膜基片的特点及其主要应用领域，搜集、整理了一系列与其应用相关的标准信息和文献资料。包括上下游产品、相关产品测试方法、检验规则的行业标准、国家标准、国际标准。
（2） 标准起草形成阶段
2021年04月，济南晶正电子科技有限公司牵头组织对标准要求与框架进行确认，并在单位内部评审讨论后形成工作组讨论稿。
在本标准草稿形成阶段，主要参考了GB/T 30118《声表面波器件用单晶晶片规范与测量方法》、GB/T 14139-2019《硅外延片》、GB/T 37053-2018《氮化镓外延片及衬底片通用规范》、GB/T 12964-2018《硅单晶抛光片》、YS/T 554-2007《铌酸锂单晶》、YS/T 42-2010《钽酸锂单晶》等，确定了标准的基本框架。
参考GB/T 6618-2009《硅片厚度和总厚度变化测试方法》、GB/T 29507《硅片平整度、厚度及总厚度变化测试自动非接触扫描法》GB/T 6619-2009《硅片弯曲度测试方法》、GB/T 29505-2013《硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法》等标准，完善了试验方法的内容，形成了初稿。

（3） 工作组讨论稿形成阶段
2021年06月05日，起草工作组首次会议成功召开，会议讨论了当前国际国外先进标准的情况以及国内《声表面波器件用单晶薄膜基片》的生产使用现状，确定了标准起草的总体框架和主要内容，并搜集到反馈意见18条，采纳16条，不采纳2条。未采纳的建议已经与相关单位逐一沟通，也得到各企业的认同。
（4） 工作组讨论稿完善阶段
[bookmark: _GoBack]2021年6月～2021年9月，牵头单位广泛听取各编制单位以及中国电子元件行业协会的意见，对标准内容和编制说明进一步做了修改完善，形成征求意见稿。
二、标准编制原则和主要内容
1、编制原则
     本标准的制定工作本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则，按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则编写，并借鉴了实际生产过程中的相关工艺指标并把相关要求纳入了本标准中。使标准内容和指标更加符合实际运用。编制中遵循以下原则：
a) 本标准的编制遵循GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求，按标准制定的程序开展工作，广泛征求国内有关单位意见，保证技术内容正确、适用。
b) 本标准中规定了单晶薄膜基片的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标签/标识、储存和运输等内容。
c) 明确编写中切实注意标准的可操行性，同时在编写中注意用字用词的统一性、规范性。
2、 确定标准主要内容的论据及解决的主要问题
结合当前下游市场的客户要求，在术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则等方面，广泛参考了铌酸锂、钽酸锂单晶相关标准（GB/T 30118《声表面波器件用单晶晶片规范与测量方法》、YS/T 554-2007《铌酸锂单晶》、YS/T 42-2010《钽酸锂单晶》）、外延层相关标准（GB/T 14139-2019《硅外延片》、GB/T 35310-2017《200mm硅外延片》、GB/T 37053-2018《氮化镓外延片及衬底片通用规范》、SJ 21102-2016《氮化铝压电薄膜通用规范》、SJ 20717A-2018《氧化锌压电薄膜通用规范》）、单晶晶圆相关标准（SJ/T 11504-2015《碳化硅单晶抛光片表面质量的测试方法》、GB/T 6618-2009《硅片厚度和总厚度变化测试方法》、GB/T 29507《硅片平整度、厚度及总厚度变化测试自动非接触扫描法》GB/T 6619-2009《硅片弯曲度测试方法》、GB/T 29505-2013《硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法》、GB/T 12964-2018《硅单晶抛光片》）等，以提高本标准的先进性，使其适应产品最新的发展趋势要求。
三、主要试验情况分析
本标准主要检验项目分为9大类：各层厚度、TTV、LTV、弯曲度、薄膜层与衬底主参考面方向允差、表面方向允差、正表面粗糙度、键合力、表面质量，相应的试验情况，已经经过标准牵头起草单位济南晶正电子科技有限公司在该产品量产以来所积累的大量技术及质量验证。检测项目、检测方法及质量判定标准等内容已与其下游的国内外客户形成较为一致的意见，目前尚未发现问题。
四、标准主要内容与现行的国家标准及国内外主流厂商企业标准的差异对比（见表2、表3）
暂无现行的国家标准及国内外主流厂商企业标准。
五、采用国际标准和国外先进标准的情况
本标准无对应的国际标准和国外先进标准。
六、与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性
本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》格式进行编制；本标准中术语与定义与GB/14264《半导体材料术语》、GB/T 6619《硅片弯曲度测试方法》和GB/T 30118《声表面波器件用单晶晶片规范与测量方法》界定的相协调，新增了单晶薄膜基片、薄膜层与衬底主参考面方向允差、非TFOI边缘区域、17点厚度偏差、表面质量等术语和定义；本标准中试验方法与GB/T 6618《硅片厚度和总厚度变化测试方法》、GB/T 29507《硅片平整度、厚度及总厚度变化测试自动非接触扫描法》、GB/T 6619《硅片弯曲度测试方法》、GB/T29505《硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法》、GB/T 30118《声表面波器件用单晶晶片规范与测量方法》相协调，新增了用X射线(定向仪)测量薄膜层与衬底主参考面方向允差的方法、单晶薄膜基片键合强度测量方法。本标准与现行法律、法规、规章及相关标准无冲突，不涉及强制性标准。
七、重大分歧意见的处理经过和依据
本标准在形成征求意见稿的过程中无重大分歧意见。
八、知识产权情况说明
本标准中可能涉及附录A中A.2测量方法相关专利的使用，专利受理号：CN202111108771.9。该专利持有人已向本文件的发布机构保证，他愿意同任何申请人在合理且无歧视的条款和条件下，就专利授权许可进行谈判（按照GB-T20003.1-2014的必要专利实施许可声明a项执行）。该专利持有人声明已在本文件的发布机构备案。
九、贯彻标准的要求和措施建议
随着通信技术的快速发展，滤波器是射频前端不可或缺的关键元件，单晶薄膜基片作为声表面波器件的关键基础材料，在滤波器应用方面具有明显优势，应用十分广泛。
建议本标准早日发布实施。本标准颁布实施后，根据具体产品在应用中的具体情况，如需对产品的技术要求、技术指标和试验及测量方法等内容进行必要的增减和调整时，再进行修订，以更好地满足各方的实际使用要求。
十、其它应予说明的事项
1）标准名称变更的说明
原定的标准名称为“声表面波器件用铌酸锂和钽酸锂单晶薄膜”，因“铌酸锂和钽酸锂单晶薄膜”一词容易联想到产品为单层的薄膜结构，与实际标准中规定的产品结构不符，容易引起歧义，因此考虑将名称修订为“声表面波器件用单晶薄膜基片”。

2）本标准的工作组讨论稿的意见汇总及处理情况见表4：

表4  工作组讨论稿意见处理汇总表
	序号
	章条号
	意见内容
	提出单位
	处理意见及理由

	1
	封面
	“在提交反馈意见时，请讲您知道的相关专利连同支持性文件一并附上”，将“请讲”修改为“请将”
	中国电子元件行业协会
	采纳

	2
	名称
	对“单晶薄膜”名称进行修改，并全文统一
	中国电子元件行业协会
	采纳

	3
	2规范性引用文
	按照顺序引用标准
	中国电子科技集团公司第二十六研究所
	采纳

	4
	2规范性引用文
	注意引用标准的知识产权问题
	中国电子元件行业协会
	采纳

	5
	3术语和定义
	对“单晶薄膜基片”的术语定义进行修改，增加结构示意图
	中国电子元件行业协会
	采纳

	6
	3术语和定义
	将“背表面”放在示意图中标出，删除解释
	中国电子科技集团公司第二十六研究所
	采纳

	7
	3术语和定义
	删除“薄膜层、绝缘层、捕获层、衬底、衬底表面方向、衬底表面方向允差、衬底主参考面、衬底主参考面方向允差、薄膜层表面方向、薄膜层表面方向允差、薄膜层主参考面、直径、衬底平均厚度、捕获层平均厚度、绝缘层平均厚度、POI平均厚度、局部厚度偏差率、表面污染、崩边、划痕、背表面 ”等定义
	中国电子元件行业协会
	采纳

	8
	3术语和定义
	将“17点厚度偏差”修改为“多点厚度偏差”，并对定义进行修改
	中国电子元件行业协会
	采纳

	9
	3术语和定义
	将“表面缺陷”修改为“表面质量”
	中国电子科技集团公司第二十六研究所
	采纳

	10
	4.1 产品名称
	将“产品名称”修改为“产品规格”，并将产品规格的内容修改包括主称代码、结构、材质，将尺寸、切向、厚度移到“型号命名方法”中
	中国电子元件行业协、中国电子科技集团公司第二十六研究所
	考虑删除。在会议中讨论的“产品规格”与目前内部使用的产品规格不同，因实际使用的存在需要继续修改的情况，考虑到实际使用和标准的一致性，因此本次标准修订不考虑加入本项内容。

	11
	4.1规格型号
	 将“规格型号”修改为“型号命名方法”，将制备方法内容删除，重新完善“型号命名方法内容”
	中国电子元件行业协会、中国电子科技集团公司第二十六研究所
	考虑删除；因“规格型号”涉及到具体的工艺方法、尺寸、切向、厚度、掺杂等内容过于繁琐冗杂，此处内容可在工艺指导书中体现，因此考虑删除。

	12
	5技术要求
	“衬底、捕获层、绝缘膜层、薄膜层”的撰写顺调整成“薄膜层、绝缘膜层、捕获层、衬底”
	中国电子科技集团公司第二十六研究所
	采纳

	13
	5.1.4背表面
	应该根据粗糙度的要求进行分类，给出粗糙度的具体指标值
	中国电子科技集团公司第二十六研究所
	未采纳，考虑其他方式撰写

	14
	5.4.4薄膜层表面方向允差
	钽酸锂薄膜层表面晶体切割方向中“15Y”不常用，删除；铌酸锂薄膜层表面晶体切割方向中“64Y”重复，删除。
	中国电子元件行业协会
	采纳

	15
	5.5.6弯曲度
	指标值太松
	中国电子科技集团公司第二十六研究所
	采纳

	16
	5.5.7边缘去除范围
	放在检测方法中
	中国电子科技集团公司第二十六研究所
	采纳

	17
	5技术要求
	建议增加键合力的指标
	中国电子元件行业协会、中国电子科技集团公司第二十六研究所
	采纳

	18
	6试验方法
	有两种机以上检测方法的，建议增加仲裁方法
	中国电子元件行业协会、中国电子科技集团公司第二十六研究所
	采纳
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